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Germanowa dioda warstwowa o kwadratowej zaleznosci
pradu przewodzenia od napiecia
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Przedmiotem wynalazku jest germanowa dioda
warstwowa o kwadratowej zalezno§ci pradu prze-
wodzenia od napiecia.

Znane i stosowane dotychczas przyrzady poéi-
przewodnikowe o kwadratowej zalezno$ci pradu
przewodzenia od napiecia nie sg oparte na dziataniu
zlgcza p-n. Kwadratowg zalezno§¢é pradu od na-
piecia uzyskuje sie w przyrzadach, w ktérych
przeplyw pradu ¢graniczony jest ladunkiem prze-
strzennym, przy czym zalezno$§¢é ta jest stuszna tylko
w pewnym zakresie charakterystyki.

Wynalazek stawia sobie za cel opracowanie przy-
rzadu péiprzewodnikowego opartego na dzialaniu
zlgcza p-n, w ktérym zalezno§é pradu przewodze-
nia w funkcji kwadratu napiecia obeJmUJe co naj-
mniej dwie dekady pradowe.

Cel ten wedlug wynalazku osiggnieto przez wy-
konanie diody z germanu o dwoéch zlgczach p-n
i 1-h, w ktoérej grubo§é obszaru bazy musi byé
wieksza od dlugo$ci dyfuzyjnej no$nikéw mniej-
szoSciowych w tym obszarze, a kontakt bazy sta-
nowi zlgcze 1-h, przy czym grubo§é obszaru ,h”
jest wieksza od odpowiadajacej mu diugo$ci dy-
fuzyjnej no$nik6w mniejszoSciowych.

Germanowa dioda wedlug wynalazku =zostanie
objasniona blizej na podstawie rysunku.

Dioda sklada sie z dwéch zigcz p-n i 1-h, przy
czym zlgcze 1-h spelnia role kontaktu bazy b. Gru-
bo§¢ W obszaru bazy b jest wieksza od diugosci
dyfuzyjnej no$niké6w mniejszo§cowych w tym
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obszarze, natomiast grubo$é obszaru ,h” zlacza
1-h jest wieksza od odpowiadajacej mu diugo$ci
dyfuzyjnej no$nikéw mniejszo§ciowych. Poniewaz
zawsze istnieje rozrzut parametréw diody, wyni-
kajacy z rozrzutu parametréw pélprzewodnika
i innych stosowanych materialéw, mozna dokonaé
korekty charakterystyki diod przez zmiane S$rednic
92,19, zZtacz p-n i 1-h na drodze trawienia elek-
trolitycznego tych zlgcz.

Zastrzezenia patentowe

1. Germanowa dioda warstwowa o kwadratowej
zalezno$ci pradu przewodzenia od napiecia, za-
wierajaca dwa zlgcza p-n i 1-h, znamienna tym,
ze grubo§é (W) obszaru bazy (b) jest wieksza
od diugos$ci dyfuzyjnej no$nik6w mniejszoécio-
wych w tym obszarze, a grubo§¢ obszaru ,h”
zlacza (1-h) speiniajacego role kontaktu bazy jest
wieksza od odpowiadajacej mu odleglo§ci dyfu-
zyjnej no$nikéw mniejszo§ciowych.

2. Germanowa dioda wedlug zastrz. 1, znamienna
tym, ze korekcja charakterystyki pragdowo-napie-
ciowej uzyskiwana jest przez zmiane $rednic
zlagcz (p-n) i (1-h).
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